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【はじめに】 

GaN HEMT は高出力、高効率かつ広帯域の実

現が可能であり、5G 無線通信インフラの小型

化、軽量化、低消費電力化への貢献が期待され

ている[1]。GaN HEMT で発生する低周波帯ノイ

ズは高周波帯にアップコンバートされるため

抑制する必要がある[2]。ところで、GaN HEMT

の 2DEG へのコンタクトは AlGaN 層を介して

接触する。このコンタクト部分で発生するノイ

ズについて検討した例が少ないため、本発表で

は TLMを用いてノイズを測定したので報告す

る。 

 

【測定デバイスと測定系】 

測定に用いた AlGaN/GaN の TLM 構造を Fig. 

1 に示す。オーミックに用いた電極材料は

Au/Ni/Al/Ti であり、電極間距離は 50～300um

まで 50um刻みで形成した。 

 

【測定結果】 

Fig. 2 に示すように電流の増加に伴いノイズも

増加することが分かった。Fig.3 は電極間距離

と 10Hzのノイズの関係を示している。電極間

距離が 0 となるときのノイズがコンタクトが

持つノイズとなる。今回の測定値では 7～

9×1015/Hz 程度であることが分かった。測定し

たノイズをもとに 2DEG 層やコンタクト部分

の抵抗、また AlGaN 層における実効電位を計

算すると約 6nVとなった(Fig.4)。 
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Fig. 1 Structure of TLM GaN device. 

 

 
Fig.2 Noise measurement with d of 250 um. 

 

 
Fig.3 Noise at 10 Hz with different spacing d. 

 

 
Fig.4 Summary of the noise at the contact. 
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